
半導体技術の進展 生活の身近なところで半導体が活躍しています

電子デバイス・集積回路応用

マイクロプロセッサ

現在

現在のコンピュータは十億個のトランジスタ
を指先ほど面積に集積

光デバイス応用
発光ダイオード(LED)に代表される半導体光素子
信号機やテレビ、レーザーや太陽電池にも利用
半導体技術で省エネルギー化

トランジスタの発展 Intel 
現在のトランジスタは、微細化することで集積度を増やし、チップを高性能
化してきましたが、近い将来、微細化の限界を迎えるといわれています。

ナノワイヤ

チップ内光配線

1 nm = 1/1000000 mm 

髪の太さの1000分の1の世界

本研究室では、半導体ナノワイヤと呼ばれる新材料に着目しています。半導体ナノワイヤを用いることで従来より

“低コスト・低消費電力・高速・高効率”な新規デバイスの創生と回路応用を目指し、次世代エレクトロニクス
の中核を担う新材料の開拓に挑戦しています。

半導体ナノワイヤ 半導体技術の限界を突破する新しいナノ材料

ガラス成膜 開口部形成 ナノワイヤ成長

半導体ナノワイヤの成長
結晶の品質を原子単位で評価

有機金属気相選択成長法
分子線エピタキシー法

半導体ナノワイヤの優れたポイント
◎電子素子を縦方向に並べることで、トランジスタの高密度集積が可能
◎表面積（接合面積）が広い幾何的な特徴を活かした、高効率太陽電池・LED・レーザーの開発が可能
◎従来よりも少ない原料使用量で素子作製が可能になるため、省資源化に貢献

新しい構造のトランジスタ：低消費電力駆動スイッチ

超高効率ナノワイヤ太陽電池の開発

高輝度発光ダイオードの作製

異種集積による低コスト化とSiフォトニクス応用

省エネルギー・高機能化を両立する
革新的材料・デバイスの研究と成果消費電力を90%以上削減！
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窒化物半導体ナノ構造による電子・光素子の創生

フルカラー高効率LEDディスプレイ

半導体ナノワイヤ材料の開拓と省エネ・高機能素子の創成
～新規材料のものつくりから革新的なデバイスを作り出す～
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